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Information

KP 305 D, KP 305E, | —
KP 305 Sh,KP 305 |

Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb.
Feldeffekt-Kleinle =

Allgemeines

Die Transistorem KP 305 D, EF 305 Sh, EKP 305 B, XP 305 I sind planare Silizium-Feldeffekt-
Tremsistoren mit isoliertem Gate und n-Kenal (Verarmungatyp).

Sie sind vorgesehen flir den Einsatz in hochohmigen Eingangsstufen von HF-Verstéirkern und Ver-
stirkern fir allgemeine Anwendung.

Bauform: A 4/15=-4a pach TGL 11 811 bzw.
C 22-2 nach TGL 39 546 (hermetisches Metsllgehduse mit
hiegaamen Anschlliseen)

llasse: max. 1,0 g

Drain

Bild 1: Bauform KP 305 D = EF 305 I



Grenzwerte (Ygmp = =60 ... +125 °C)

Gate-Source=5pannung UGSnu: ti1s5v
Gate-Drain-Spannung | A sy
Drain-Source=Spannung | 15V
Drein-Substrat-Spannung Uppmax 15V
Drainstrom Iy, 15 mA
Verlustleistung 7 ' 150 mif

(tomp = =60 «.. +25 °C)
1) Im Temperaturbereich von L— +25 ... +125 °C sinkt die Verlustleistung linear auf 50 mW.

Einsatzhinwel

Withrend der Lagerung und des Transportes sollen die Anschllisse miteinander wverbunden (kurzge-
schlossen) sein. '

Vor dem Beginn der Arbeit mit dem !rmiutur ist es notwendig, mit der Handfléche fiir 120 8 eine
geerdete Metallfléiche zu beriihren.

Wihrend der Handhabung des Transistors soll der Monteur ein 1 geerdeten Schutzring am Arm tragen.
Die Transistoren sollen bei einer Temperatur von max. 260 % gelbtet werden (Niederspannungs-
Lotkolben mit Uy % 12 V und geerdeter Spitze), Die L¥tdauer darf dabei 3 s nicht uharnchrnittm,
der Abstand Lutltalla = GehHuse soll » 5 mm betragen.

trische K e (fur t, =25 %10 %)
' Kurg= | min.  max. Ein- | MeBbedingungen
zeichen -~ heit Upg T
¥P. :
Ugs
v mA LMz
Vorwirtsateilheit 10 5 1+ 10™3
KP 305 D, KP 305 5Sh 5,2 10,5 mA SV
KP 305 E 4 8 1 oasv
EP 305 1 4 10,5 mA/V
Ausgangsleitwert Y05 150' - |II.lms . 10 5 -
" Drain-Reststrom , Tos(ozz] - 1 JuA 10510 - -
Gate-Reststirom Isss 0;15" - -
-KP 305 D, KP 305 Sh, -9
KP 305 I - 1-10 A
KP 305 E - 5-10"12| A
Abschnlirspannung Up -6 - v 10 0,01 =
Gnte-ﬂmnﬂ-sm Ugg 10 5 -
KP 305 D 0,2 2 v
KP 305 E, KP 305 Sh : -0,5 0,5 v




2/87 (1) 3 KP 305D =« KP 305 I
Fortsetzung Elektrische Kennwerte

Kurz- min. MmAX., Ein- MeBbedingungen
zedchen heit UDS f
Ugs”
'} mi MHz
Eingengskapazitit Ci1s - PF 10 ] 10
Rickwirkungskapazitiét Cq25 - 0,8 - pF 10 5 10
Hauschfaktor P 15 5 250
KP 305 D, KP 305 Sh - Ts5 dB
Leistungaverstir=- J G 1 15 5 250
kungsfektor P .
KP 305 D, KF 305 Sh 13 - dB

Die folgenden Kurvenderstellungen sind typische Verldufe und tregen rein informativen
Charakter,

Die Angabe der 95 #%-Grenzen dient der Verdeutlichung der miglichen Streubreite

( = typische Abhlingigkeit; =— === == Grenzen der 95 %-Verteilung).
15 L ]
Ip
ma
10
=15V
s T 1 Ups =10V

=10 4 +10 +20 =

Bild 2: Typische Ubertregungskennlinien



Bild 4: Steilheit in Abhéngigkeit
a) vom Drainstrom

b) von der Gate-Source-Spanmung

[

¢) von d-rtg:pbm;--

1
1 [l | I
D 12 D 12
LT - 60°C —T* / mA -§0°C
n 1
' LI/ [
10 b
= |
L lﬁ 9
. / / -]
7 7
I !’_tmﬂzst tomin =125°C
6 l [
5 5
& 4
3 1 3
2 / : / 2
1 1
Y
al u/] ) A/
20 5. .1 <05 0 65 1 15 2 -if -3 ) 0
—_— e ——
Vgs Ugs
" ™
Bild 3: Typische Ubertragungskennlinien bei verschiedemen Umgebungstemperaturen t,..
a) fiir KP ROS D, KP 305 B, KP 305 Sh b) fiir KF 305 I
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5 KP 305 D = KP 305 I
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Bild 6: Abhlngigkeit i
a) des Gate=Strome von der Umgebungstiemperatur

b) des Drain-Stroms von der Umgebungstemperatur
c) der Gate-Source-Spannung von der Umgelhungstemperatur
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Bild 8: Abhéngigkeit Mz MHz

a) des Rauschfaktors von der Frequenz
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